
放射光 X 線回折測定を用いた GaInN/InN 成長のその場観察 

～InN 解離温度領域での振る舞い～ 

In-situ observation using synchrotron X-ray diffraction in the growth of GaInN/InN  

~ Growth phenomena at dissociation temperature of InN ~ 
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［はじめに］ これまで我々は、RF-MBE 法による GaN 上および InN 上 GaInN 成長時の、放射光 X 線回

折測定を用いた成長初期過程のその場観察を行ってきた。成長初期段階では下地の格子定数にあわせ

るために、通常と異なる供給原料の取り込み過程が働きながら成長することを観察している[1]。今回は

InN 上 GaInN 成長に焦点を当て、特に InN 解離温度領域での振る舞いを観察したので報告する。 

［実験］ 成長その場観察には、大型放射光施設 SPring-8 BL11XU の MBE-XRD 装置を用いた。まず市

販の GaN テンプレートの上に 20nm の InN を成長させた。その後基板温度を上げ、InN の解離温度領域

で GaInN を成長した。GaInN 成長時の V/III 比は 1 以下（メタルリッチ条件）で、0.08 ML/s の成長速度と

なる活性窒素を供給した。この GaInN 成長中に (10-11)面付近の逆格子マッピング測定を行っている。 

1 枚の逆格子マップは 7 秒で得ている。 

［結果と考察］ 図 1 には、GaInN 成長中の逆格子マップの変遷を示している。GaInN 成長を始めると In

組成の高い GaInN が成長する。InN の解離温度領域で成長しているため InN の回折強度は減少してい

く(図 1(b,c))。InN の回折ピークが確認されなくなった後（図 1(d)）、In 組成の低い GaInN が成長をはじめ

る（図 1(e,f)）。また、InN のピーク消失前後

での回折強度から見積もられる GaInN の成

長速度にも大きな変化が確認された。このこ

とから、今回の GaInN 成長には解離してい

る InN が大きな影響を及ぼしていることが分

かる。 
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Fig. 1. Reciprocal space mapping of GaInN grown after 
(a) 0 sec, (b) 280 sec, (c) 630 sec, (d) 980 sec, (e) 1330 
sec and (f) 1680 sec. 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)18p-E202-14 

© 2018年 応用物理学会 13-131 15.4


